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Podzespoły bierne (V )

Rezystor/ m e t a l o Y / e

Produkow ane przez Zakłady L18 (UNI- 
TRA OMIG, 00-739 W arszawa, ul. S tę 
pińska 22/30) rezystory  m etalow e są 
rezystoram i w arstw ow ym i, przezna
czonymi do pracy  w  ap ara tu rze  rad io 
elektronicznej, ja k  rów nież w  p rzyrzą
dach specjalnych.

Rezystory te  m ają korpus ceram icz
ny w postaci ru rk i, na k tó ry  n an ie 
siona je s t oporowa w arstw a m etalu. 
W arstw a ta je s t chroniona przed w pły
w am i zew nętrznym i przez powloką z 
lak ieru  ochronnego.

Ogólnie rezystory te charak teryzu ją  
się m ałym i rozm iaram i w  stosunku do 
ich mocy znam ionowych, tj. dużą m o
cą na jednostkę powierzchni, m ałym  
ciężarem , dobrą stabilnością rezystan 
cji, m ałą w rażliw ością na w pływ y k li
matyczne, w strząsy  i w ibracje, niskim  
poziomem szumów oraz n iezbyt dużym 
tem peraturow ym  w spółczynnikiem  re 
zystancji.

Rezystory typu MŁT

Rezystory typu MŁT są to rezystory 
w arstw ow e m etalow e, powleczone la 
kierem  ochronnym . Szkic w ym iarow y 
tych rezystorów  podano na rys. 1, a 
odpow iednie dane techniczne zestaw io
no w tab. 1.

Rezystory MŁT produkow ane są o 
pięciu mocach znamionowych, a ich

rezystancje znam ionow e tw orzą ciągi 
liczbowe wg E12 i E24. A oto pozo
sta łe  dane:

O d c h y ł k i  r e z y s t a n c j i  ±5:  
±10%
S z u m y
— grupa A do 1 |iV/V
— grupa B do 5 pV/V

W s p ó ł c z y n n i k  t e m p e r a t u r  o- 
w y

— dla rezystancji do 1 MQ ±0,07%/°C
— dla rezystancji powyżej 1 MQ 

±0,10%/°C

Rezystory te są przeznaczone do p ra 
cy w obwodach prądu stałego, zm ien

nego i im pulsowego w tem peratu rze  o- 
toczcnia —a5°C do H-125°C przy w il
gotności względnej otoczenia do 98%, 
przy obniżonym ciśnieniu atm osferycz
nym do 5 mm  Hg.

Przy obciążeniu im pulsowym  rezy 
storów  czas trw an ia  doprowadzonego 
im pulsu może zaw ierać się od 0,1 ps 
do 500 ps, a częstotliw ość pow tarzania 
im pulsu od 100 Hz do 20 kHz. Moc 
średnia na rezystorze przy pracy im 
pulsowej nie może przekraczać 20% 
jego mocy znam ionow ej, a moc szczy
towa nie pow inna przekraczać:

— 1000-krotnej mocy znam ionowej dla 
rezystorów  o rezystancji 100 12 i po 
wyżej;

— 500-krotncj mocy znam ionowej dla 
rezystorów  o rezystancji poniżej
ino H.

Rezystory MŁT są pakow ane w to 
rebki polietylenow e po 100 sztuk; O pa
kow anie zbiorcze, rów nież z po lie ty le
nu, zaw iera od 2 do 10 takich torebek.

Rezystory typów AF i AFL
Rezystory w arstw ow o m etalow e typów ' 
AF i A FL są przeznaczone do pracy

TABLFiA 1. PoJtlaHTOKr J«ue techniczne rezystorów MŁT
f • 1 \

Moc Rezystancja znamionowa
» .

. 1 ’
W ym iary maks. 

inui
Nap. granicz. Ciężar mąko.

[W] IV] [O]
Ju a do M a D 1 *  1 0

0,125 58 2 2 2,3

...........1
2,3 0.6 200 0,15

0,25 51 3,0 3.0 7,0 0.6 250 0,25
0,5 21 5,1 4.2 10,8 0,8 350 1.0
1,0 24 10,0 . 8.6 13,0 0,8 500 2.0
2,0 21 10,0 8,6 18,5 1.0 700 3.5

TADELA 2. Podstawowe dane techniczne rezystorów AF ł AFL

T y p  rezystora
Moc

[W]

Zakres rezystancji 

od a  | do k a D +  0»5

W ym iary
mm

L± O .S  1 V  1' l

A F i A FL 0,05 10 25 2.5 9 0,6 40
A F  i A FL 0,125 10 25 3 13 0.6 40
A F  i A FL 0,25 10 25 4 14 0,8 40
A F  i A FL 0,5 10 25 4 18 0,8 40
A F  i A FL 1 20 25 7 23 0.8 40
A F  « A FL 2 20 25 10 31 1.2 40

TA BELA  3. Podstawowe dane techniczne rezystorów M L

W ym iary Zakres rezystancji Maks. napięcie
T yp rezystora

D  + 0 -3 | / , +  ■•’ d * od a do k n

ML 0,25 W 2,5 8 0,6 40 10 100 150

ML 0,5 W 3 12 0,6 40 10 350 • 350

ML 1,0 W 4 13 0,7 40 10 500 500
ML 2,0 W 7 20 0,8 40 10 500 500



TABELA 4. Zmiany rezystancji rezystorów ML

P aram etry  rezyałorn
.1 l i j l i  inny

Cykle tem peraturow e
(—55 — -J-ISO^C) 0,5

Niska tem peratura ( —65“C 24 1») 0,5
T rw ało «  (1000 1») 2,0
"Wibracje 0,5
U dary 0,5
W ilgo tno«  2,0
M agazynowanie 0,5

w układach w ielkiej częstotliwości (w 
granicach do 300 MHz). S tosuje się je 
np. w  zespołach UKF odbiorników  r a 
diowych i telew izyjnych.

Szkice w ym iarow e rezystorów  A F i 
AFL przedstaw iono na rys. 2, a ich

i
L

—• sp ec ja ln a-¿0,2% tvlko dla /?-„ ł> 10fi 
i 'i l la  T\VO:OROK i OROAW.

T o m p e r a l  u r  o w y w  s p 6 1 o z y n -
n i 1: r  c z y s t a u c j i TW O

- -  no rm aln y , g ru p a  O UOF 0,0050 % /°C

— specjalny, g rupa OROE 0,0025 °/o/°C 
grupa OROAW 0,0015 %/°C

Rezystory o TWO specjalnym  są zna
le o w ano następująco:

TWO OKOF — jeden  pasek,
TWO OUOF. - -  dwa paski,
TWO OROAW — trzy paski.

Przykłccl oznaczania w  zamówieniu:  re 
zystor typu A FL o TWO OROil, mocy 
znam ionowej 0,25 W, rezystancji zna
mionowej 10 kfi, to lerancji rezystancji 
0,5%:

J
AF

L

-

r  l —

n U

* ’
. . .

AFL

Rys. 2

podstaw owe dane techniczne zestaw io
no w tab. 2. Dopuszczalne obciążenie 
tych rezystorów  w zależności od tem 
p era tu ry  otoczenia przebiega w edług 
krzyw ej przedstaw ionej na rys. 3.

Rezystancje znam ionow e tych rezy 
storów  tworzą ciągi liczbowe w g E95 
oraz E192. A oto dalsze dane.

Z a k r e s  t e m p e r a t u r y  p r a c y  
od —55 do +135°C

T o l e r a n c j a  r e z y s t a n c j i  

— norm alna ±2; ±1; ±0,5%

TABELA 5. Podstawowo dane techniczne rczyalorfiw IlMG

Moc
znamionowa

[W]
min

TK-100

V arto« rczystancj

TK-50
mnx 

TK-50; 100

Maks. napięcie

[VI
n

Wyn

T r i

Jary

l T T

0,125 : o  n 50 n 100 k n 150 . 2.2 6 23 ¿ 3 0.6

0,25 20 O. 50 n 150 k n 300 3.0 7 23 >.3 0,6

0.5 20 s o  n 330 k n 350 4.0 11 23 ± Z 0.8

1,0 20 n 50 n 1,5 M n 500 6.6 ¡8 25 ¿ 3 0.8

2,0 20 n s o  n 2,5 MO 700 8.6 28 23 i .  3 1,0

TABELA 6. Zmiany rezystancji rezystorów RMG

Param etry  rezystora
A B /fi m a r 

[%]
—  1 - 5  —

■ _ ........
— — =— -— J -

T rw alo «  (1000 h +  70°C) 1,0
W y trzy m ało «  mechaniczna końcówek 0,5
Lutowano« 0,5
Cykle tem peraturowe 0,5
W ibracje 0,5
Przeciążenia 0,5
W y trzy m ało «  klimatyczna 1.0
W ilgo tno« 1,0

Rys. 4

•nowe tych rezystorów  tw orzą ciąg li
czbowy wg E96. A oto pozostałe dane.

Z a k r e s  t e m p e r a t u r y  p r a c y  
od —55 do H-135°C

T o m p e r a l u r o w y w s p ó 1 c z y n- 
n i k i- c z v r. I a n r j i ' . l f|0 • 10-\°C 
M/. u r n y  . i<V/V.

1 ’r.-.eblcg krzyw ej dopuszczalnego o b 
ciążenia w zależności od tem p era tm y  
otoczenia je  ‘. inki sam  jak  ¡»rzetlstn- 
wiono na rvs. ,i , Iln rozv torów  AF ; 
AFL.

Rezystory typu RMG

Rezystory typu R"MG są wy:,oko.;tabil- 
nymi, m etalow ym i rezystoram i w at - 
stw ow ym i z lakierow ą powloką och
ronną. S tosu je się je  głów nie w u rzą 
dzeniach profesjonalnych.

Xa rys. 5 przedstaw iono szkic w y 
m iarowy rezystora RMG, a w tabelach 
5 i 0 zestaw iono jego podstaw ow e d a 
ne techniczne. Pozostałe dane są -n a s tę 
pujące.

Cl

f ——. .-4-}
L

—  i

t
i

— ¡r----

Rys. 3

O pornik AFT, OROE 0,25 W 10 kił, 
0,5%.

Rezystory typu ML

Rezystory w arstw ow e m etalow e typu 
ML są w ysokoslabilnym i rezystoram i 
m iniaturow ym i, przeznaczonym i do 
pracy w  różnych układach p rądu  s ta 
łego i zmiennego.
Na rys. 4 przedstaw iono szkic w ym ia
rowy rezystorów  typu ML, a w tabc-

ED-C

-  i

R ys. 5

Z a k r e s  t e m p e r a t u r y  p r a c y  
od —54 do -t-155°C
T o l e r a n c j a  r c z y s t n n e j i  ±0.5; 
:‘:1; ±2% ,
T c m p e r a t u r o  w y w  s p ó 1 o z y n-
u i k r  e z y s t a n c j i
-- rezystory standardow e "57 100.
• lu-'i'°C

— rezystory .specjalne L7 50 • lfl-*/°C 
S z u m y 0,5 pV/V

Dopuszczalno obciążenie w zależności 
od tem peratu ry  otoczenia przebiega wg 
krzyw ej przedstaw ionej na rys. 0.

lach 3 i 4 zestaw iono ich podstaw ow e 
dane techniczne. R ezystancje znam io-

Rczyslory typu OASE/ORO
Rezystory typu CASE ORO są wysoko*- 
stabilnym i, m etalow ym i rezystoram i 
w arstw ow ym i. Są to precyzyjne rezy
story  izolow ane przeznaczone głównie 
dla elektronicznego sprzętu  p ro fesjonal
nego, stosowanego m. in. w  w arunkach  
tropiknlno-m orskich.

Szkic w ym iarow y rezystora typu 
CASE/ORO przedstaw iono na rys. 7, a

r -1-5  - 
te

~L - - 1 - 5 — ,

Rys- 7

jego podstaw ow e dane techniczne ze
staw iono w  tabelach 7 i 3. Dalsze d a 
ne rezystora są następująco.

7. a k r  e s t e m p e r a t u r  p r a c y  
od —65 do +150°C

T o l e r a n c j a  r e z y s t a n c j i  ±2 % T o l e r a n c j a  r e z y s t a n c j i
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TÀflÈLA 7. Pod«iał*'0,vr »Inne techniczne rezystorów CASE

0,123

0,25

0,5

Moc
- T V P  i TWO

Znkrcs rezystancji vr zależności od tolerancji

i% i
Mnks. napięcie 

1

W ym iary
mm

(\VJ
2 -f- ± o ,r. | ¿ o , :  . | i o . i t m  • , '* . r 1

D +  0,7 ''+S:i 1 J ! i

CASE/OKOF 
CAS E/OH O E 
CASE/OKOAW

C AS E/OH O F 
CASE/OHOE 
CASE/OKOAW

CASE/OROF
CASE/OHOE
CAS’E/OROAW

CA SE/OHO F 
CASE/OHOE 
CASE/OKOAW

CA SE/OH O F 
CASE/OHOE 
CASE/OHOAW

i o  n  
i n  n  - 
i-o n  -

i o  n  -  
i o  f i  •
20  f i  -

10 f i  - 
10 f i  - 
2 0  f i  -

10 f i  - 

10 fi - 
2 0  f i  -

1 0  f i  • 

2 0  f i  - 

30 f i  -

- 120 k f i
• 100 k f i
• 100 k fi

1 M fi
- 1 M fi
- 1 M fi

- 1 M fi
■ 1 M fi

1 M fi

2 Mfi
1.5 M fi 
1 M fi

• 2,5 M fi
■ 2,0 M fi

1.5 M fi

10 f i  -f 230 k f i  
10 f i  4- 230 k f i 
20 f i  r  500 k f i

20 f i  -f- 300 k f i  
20 f i  -f  500 k f i  
20 f i  — 1 M fi

io fi i Mfi 
10 f i  -f- 1 M fi 
20 f i  -r  1 Mfi
10 f i  4- 1 M fi 
20 f i  — 1 M fi 
30 fi ń- 1 Mfi

20 f i  -i- 100 k f i  
30 f i  -f- 100 k f i

20 f i  -f- 250 k f i  
30 f i  -> 500 k f i

30 f i  ~  0,5 M fi 
50 f i  -  0,3 M fi

50 f i  -f  0,5 M fi 
50 f i  -f- 0,5 M fi

230

350

500

750

6,5 16,5

23.5

0.6

0.8

10,5

TA BELA  8. Zm iany rrzyntoucji rezystorów CASE

P aram etry  rezystora

A R
■ ■ rnux
n

0//o

Cykle teperaturow e ( — 63 —- -f 150, C) 0,5
Niska tem peratura 0,5
W ilgotność 1,5
Trwałość (1000 li +  70"C) 1,0
W ibracja 0.5
U dary 0.5
M agazynowanie 12 miesięcy 0,25

— norm alna ±2; ±1; ±0,5%
— specjalna ±0,2; ±0,1%
S z e r e g i  r e z y s t a n c j i  E96 i E192 
T e m p e r a t u r o w y  w s p ó ł c z y n 
n i k  r e z y s t a n c j i  TWO
— norm alny, grupa OROF 50
— specjalny, g rupa OROE 25

grupa OROAW 15 
S z u m y <  0,2 |iV/V 
Dopuszczalne obciążenie w zależności

10-°/°C,
10-V°C,
10-fl/°C.

od tem pera tu ry  otoczenia przebiega wg 
krzyw ej przedstaw ionej na rys. 8. 
Przykład, oznaczenia  w  zam ów ieniu re 
zystora typu CASE o TWO grupy 
OROE, mocy* znam ionow ej 0,25 W, r e 
zystancji znamionowej 100 k il i tole
ranc ji 0,2% jest następu jący : 
opornik CASE OROE 0,25 W 100 kil, 
0,2%

Rezystory typu AT

Rezystory typu AT są w ysokostabilny- 
mi, m etalow ym i rezystoram i w arstw o
wymi. Są to precyzyjne rezystory  la 
kierow ane przeznaczone głów nie dla 
elektronicznego sprzętu pro fesjonal

nego, stosowanego m. in. w w arunkach  
tropikalno-m orskieh .

Szkic w ym iarow y rezystora typu AT 
przedstaw iono na rys. 9, a jego pod
staw ow e dane techniczne zestaw iono w 
tabelach 9 i 10. A oto dalsze dane  le 
go rezystora.
Ł a k r e s  t e  m p e r  a t u r  p r a c y  
od —55 do j  150°C 
T o l e r a n c j a  r e z y s t a n c j i
— norm alna ±0,5; ±1; ±2%;
— specjalna ±0,2% (tylko dla TWO 

OROE i OROAW).
S z e r e g  r e z y s t a n c j i  E9G I IC192 
T e m p e r a t u r o w y  w s p ó ł c z y n 
n i k  r e z y s t a n c j i  TWO
— norm alnv  ^  100 • 10-‘/°C

r * — t ~ 5 —  

• a f

i ..................... \

r \ i

specjalny, grupa
• 1 0 -V °c

OROE <  25 ■ 10-«/°C 
OROAW ^  15 • 10-V°C

Rys. 
OROF <

9
50 ■

TABELA 9. Podstawowe dano techniczne rezystorów AT

Moc

[W]
T yp i TW O

>

Zakres rezystancji w zależności od

l% ]

tolrroncji
|
| Milko, uupięcie

IV)

W ym iary
mm

2 ¿ 0 ,5
” 1“

0,2 1) ■ O.' ! l. ' V  | d l

A T/O RO F 10 f i  - r  120 k f i __

0,5 A T/O RO E 10 f i  ~  300 k f i 130 2,5 G n.G 40

AT/OItOAW 20 f i  ~  100 k f i

A T/O RO F 10 f i  -i- 350 k f i —
0,125 AT/O RO E 10 f i  -f 300 k f i — 230 3 12 0,6 40

AT/OROAW 20 f i  -f- 300 k f i —

A T/O RO F 10 f i  ~  1 M fi —
0,25 A T/O RO E 10 f i  -r  500 k f i 10 fi 250 k f i 300 4 13 0,8 40

AT/OROAW 20 f i  500 k f i 20 f i  ~ 250 k f i

A T/O RO F 10 f i  -f 1 M fi —
0,5 A T/O RO E 10 f i  -i- 500 k f i 10 f i -  500 k f i 350 4 17 0.8 40

AT/OROAW 20 f i  ~  500 k f i 20 f i - 300 k f i

AT/O RO F 10 f i  -i- 1 M fi —
1 AT/O RO E 10 f i  -j- 1 M fi 10 f i -  1 M fi 500 7 21 0.8 40

AT/OROAW 20 f i  -r  1 M fi 20 f i - 1 M fi

AT/O RO F 10 f i  1 M fi —
2 AT/O RO E 10 f i  1 M fi 10 f i -  1 M fi 750 10 30 1.2 40

AT/OROAW 20 f i  1 M fi 20 f i 1 M fi
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T A B E L A  JO. Zini«nv r c i js ln n c ji  r rz r .lo rń w  A T

Param etry rezystora
JH[JI  mnx

l% ]

Cykle temperaturowe
"( — 55 -i- + 150nC) 0,5

Trwałość (1000 U +  70°C) 1.0
Niska tem peratura 0,5
U dary 0,5
W ibracja 0,5
Lutownoćć 0,5
Wilgotność 1.5
Magazynowanie 6 miesięcy 0,25
Szumy <  0,2 MV/V

znam ionowej 10 k ii i to lerancji ±2% 
je st następujący :

opornik AT OROF 2 W 10 k ii ±2%

b

TA11K1.A 12. Z m ian y  iY*xy»l4iicji rr/ylnró 'IN

P u r u n u l r y  r r r \ » t . i r 4
. i H f ł t  m » \

l \ . l

T r w n l o i ć  ( 1 0 0 0  h  -f- 7 0 ' C ) 1 . 5 %  t 0 . 0 3  fi
W y t r z y m a ł o ś ć  n i r f h a t i i r / . n a  k o ń -

e ń w c k o . 3 %  i  o . o :  fi
J . i i t . i w n u ś ć o . r . %  f  o . o :  f i

N a g l e  z m i a n y  t e m p e r a t u r y <».'»%  d  0 ,0 2  f i

W i b r a c j o 0 . 5 %  f  0 .0 2  fi
U d a r y 0 . 3 %  i  0 ,0 2  fi
W y t r z y m a ł o ś ć  k l i m a t )  i7 . n a 1 . 5 %  | 0 .O 3  f i

W i l g o t n o ś ć  d ł u g o t r w a ł a 1 . 3 %  , 0 , 0 3  f i

)*i»x«>«lnlr p a ra m e try  wg PN*7I/T-OO033 d U  p u p y  1 It 
(IE C -I1 5  —  g ru p  a  11»)

T A IIK L A  11. P odstaw ow e d auc  tech n iczn e  rezystorów  KMN

Moo

m

Zakres rezystancji
f i

W ym iary
mm

min 1 mnx a b c d . P

0,5 1 20 10,5 6.5 3.0 0,6 5.08

1,0 0,5 10 10,5 11,5 3,5 0,0 12.70
2,0 0,5 10 10,5 22,5 4.0 0,8 20,32

Rezystory o TWO specjalnym  są zna
kow ane następująco:
TWO OROF — jeden  pasek,
TWO OROE — dwa paski,
TWO OROAW — trzy paski

Dopuszczalne obciążenie rezystorów  
AT w  zależności od tem peratu ry  o to
czenia przebiega wg krzyw ej p rzed
stawionej na rys. 3, czyli tak  sam o 
jak  d la-rezystorów  CASE.
Przykład oznaczenia w  zam ówieniu re 
zystora typu AT o TWO grupy OROF, 
mocy znam ionowej 2 W, rezystancji

Rezystory typu KMN

Rezystory typu RMN są m etalow ym i 
rezystoram i w arstw ow ym i o k o n stru k 
cji płytkow ej. Są to rezystory m ało- 
oporowe, pokryte żywicą, przeznaczone 
dó zastosow ania profesjonalnego i sp e 
cjalnego.

Na rys. 10 przedstaw iono szkic w y
m iarow y rezystora RMN, a w ta b e
lach 11 i 12 zestaw iono jego podsta
wowe dane techniczne. Dalsze dane 
rezystora są następujące.

Z a k r e s  t e  ni p e r  a l u r  p r a c y 
od —55 do +  155°C 
T o l e r a n c j a  r e z y s t a n c j i  5% 
i 10%, a dla R 2 ił.
S z e r e g i  r e z y s t a n c j i  E2-1 i E 13 
T e m p e r  a t u r o  w  y w  s p ó 1 c z y u- 
n i k r e z y s t a n c j i
— dla R <  1 ił. TW R «S 500 • 10;« °C,
— dla pozostałych TWR sJf -100 • 10-V°C

Dopuszczalne obciążenie w  zależnoś
ci od tem peratu ry  otoczenia przebiega 
wg krzyw ej przedstaw ionej na rys. 11.

W. Trusz

Skrócona metodyka oceny stabilności 
zwijkowych kondensatorów tworzywowych

Prace nad przyspieszonymi badaniam i 
czasu życia zw ijkowych kondensato
rów tworzywowych um ożliwiły ra d y 
kalne skrócenie czasu badań  m ających 
na celu kontrolę poziomu niezaw odno
ści produkowanych podzespołów. N ie
stety, przy zastosowanych podwyższo
nych w arunkach narażcniow ych, dla 
których uzyskano przyspieszenie szyb
kości reakcji, opracowano m atem a
tyczny model opisujący rozkłady trw a 
łości badanych elem entów, a więc je 
dynie uszkodzeń zupełnych (katastro 
ficznych), elim inujących elem ent z 
dalszej eksploatacji.

Przy takim  stan ie rzeczy pow stała 
luka w ynikająca z dotychczasowej 
(„klasycznej”) m etodyki prowadzenia 
kontro lnych badań  niezawodności, w 
ram ach których, obok kontroli pozio
mu niezawodności, uzyskiwano in fo r
m ację o stabilności badanych elem en
tów. Poniew aż przyspieszonej m etody
ki badań niezawodności • nie można 
było w ykorzystać do spraw dzenia cza
sowych zm ian param etrów  kondensa

torów, zaistn iała potrzeba opracow ania 
odpowiedniej recep tury , um ożliw iającej • 
szybką kontro lę stabilności elem en
tów, najlepiej w czasie korespondu ją
cym z okresem  trw ania przyspieszo
nych badań czasu życia.

W niniejszym  artyku le  opisano do
tychczasowe doświadczenia i ak tualny  
stan  prac badaw czych zm ierzających 
do opracowania skróconej m etodyki 
oceny stabilności zw ijkowych konden
satorów  tworzywowych.

Charakterystyka przedmiotu badań

Spośród całej grupy zw ijkowych kon
densatorów  tworzywowych do prac 
nad skróconą m etodą badania s ta b il
ności w ybrano po dwa najbardzie j 
popularne (produkow ane w  najw ięk
szych ilościach) w  PRL rodzaje kon 
densatorów  polistyrenow ych i poli
estrow ych (polietylenotereftalanow ych).

Obydwa om aw iane typy kondensa
torów, a w  szczególności polistyreno
we, charak teryzu ją  się dobrą stab ilno 

ścią czasową podstaw ow ych p aram e
trów  użytkowych, jak  pojem ność, tg ć 
i rezystancja izolacji. Spośród tych 
trzech param etrów  w zasadzie o j a 
kości elem entu w kontekście stab ilno 
ści decyduje w ielkość d ry ftu  po jem 
ności, natom iast zm iany tangćńsa s tra t 
dielektrycznych i rezystancja izolacji 
są p rak tycznie pom ijalne, poza przy
padkam i uszkodzeń o charak te rze  k a 
tastroficznym , k tó re  (jak zaznaczono* 
na w stępie) nie są przedm iotem  n in ie j
szego opracow ania. Tak więc, a n a li
zując charak te rystyk i stabilności b a 
danych kondensatorów , będziem y po
sługiw ać się p raw ie w yłącznic p a ra 
m etrem  pojem ności.

Na podstaw ie w yników  przeprow a
dzonych badań, jak  rów nież publikacji 
zagrariicznych. można zaobserwować, 
że na poziom stabilności czasowej, 
kondensatorów  polistyrenow ych i poli
estrow ych szczególny w pływ  ma obraz 
zjaw isk zachodzących w  czasie p ie rw 
szego tysiąca godzin badania: zm iany 
pojem ności w ystępujące w późniejszym
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